DATEN VORLAUFIGER MUSTER

Rauscharme

asymmetrische Planar - Epitaxial -
N - KANAL - SPERRSCHICHT - FELDEFFEET - TRANSISTOREN
fiir Anwendungen bis in den VHF - Bereich

Mechanische Daten:

Geh&use: Kunststoff, SOT-23
Stempel: BF 510: S6

[+—2,9max —*|

BF 510
BF 511
BF 512
BF 513

BF 511: §7 a
BF 512: S8 X ! 25
BF 513: S9 o2 min L 13max 25
MaSangaben in mm. } 05 u ‘
0854 —»| [e—043max
1 VZ720204.11
max {4
Kurzdaten:
Drain-Source-~Spannung UDS = max. 20 V
Drainstrom ID = maxX. 30 mA
Gesamtverlustleistung bei 8y < 25% P, i = max. 200 mW
Sperrschichttemperatur 0J = max. 150 °C
BF 510 BF 511 BF 512 BF 513
Drain-Source-KurzschluB8strom
bei UDS =10V, UGS =0 IDS s = 0,7-3,0 2,5-7,0 6-12 10-18 mA
Vorwartssteilheit
beiUDs=10Vundf=1k]1z >
sovie Uoo = 0 |y218| : 2,5 4,0 6,0 7,0 mS
sowie I = 5 mA |y218| & 4,0 3,5 mS
bei UDS =10V, £ = 100 MHz
sowie U, = 0 ly218| = 3,5 5,5 nS
sowie ID = 5 mA |y218| = 5,0 5,0 mS
Rauschzahl
bei f = 100 MHz F = 1,5 1,5 1,5 1,5 dB
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BF 510

BF 511
BF 512
BF 513

Absolute Grenzwertes (glltig bis 8 max)
Drain-Source-Spannung: UDS = max. 20 V
Drain-Gate-Spannung bei IS = 0: UDG o = max. 20 V
Drainstrom: ID = max. 30 mA
Gatestrom: :IG = max. 10 mA
Gesamtverlustleistung bei 3U§ 25%C; Ptot = max. 200 mW
Sperrschichttemperatur: OJ = max. 150 °C
Lagerungstemperatur: ss = min. -65 °C

8, =max. 150 °C
Wirmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Umgebung,
Transistor auf Keramik-Substrat <
von 7 mm x 5 mm x 0,5 mm: Ry = 0,62 K/mW

200 /P 739039
F;ot max
(mW) N
\\
N
100/ N
\\
\\
-0
0 50 100 3,(°C) 150
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BF 510

-

Kennwerte:  bei 8 = 25°¢

Gate-Reststrom

BF 511
BF 512
BF 513

BF 510 BF 511 BF 512 BF 513

nA

bei -UGS = 0,2V, UDS = 0 10 10 10 10 nA
Gate-Drain-Durchbruchspannung >
bei IS =0, -ID = 10 pA: F4 20 20 20 20 V
Drain-Source-KurzschluBstrom
bei UDS =10 V, UGS = 0: = 0,7-3 2,5-7 6-12 10-18 mA
Gate-Source-Abschniirspannung
bei UDS =10 V, ID = 10 pA: = 0,8 1,5 2,2 3,0 V
Vorwartssteilheit
beiUDS=10V, f =1 kHz
wnd Ugg = 0: 2 2,5 4,0 6,0 7,0 mS
und ID = 5 mA: ; 4,0 3,5 mS
bei UDS =10 V, f = 100 MHz
und UGS = 0: = 3,5 5,5 nS
und ID = 5 mA: = 5,0 5,0 mS
Rauschzahl
bei UDS =10 V, f = 100 MHz,
y‘ ygopt-l-JSmS
und UGS = 0 1,5 1,5 dB
und ID = 5 mA: 1,5 1,5 dB
VZ 73003994
. T
|Ya1s] 513
(m5) 1 -
/,
T it
[ 1 j 9,y225°C
L
v
0
0 10 Ip (mA) 15
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BF 510
BF 511
BF 512
BF 513

Kennwerte, FortsetZung: bei 8y = 25°C BF 510 BF 511 BF 512 BF 513
Eingangsleitwert
bei UDS =10V, f = 100 MHz
und UGS = 0: £i1s = 100 90 us
und ID = 5 mA: 8114 = 60 50 uS
Eingangskapazitat
beiUDS=‘li.0V,f=1MHz o < s . .
und Upg = 0: 11s p P
und I = 5 mA: Ciia = 5 5 pF
Ausgangsleitwert
bei U =10V, f = 1 MHz
DS und £ 6o 80 s
und Upo = 0: 8995 p; B
und ID = 5 mAs €394 = 100 120 uS
bei UDS =10 V, f = 100 MHz ’
und UGS = 02 - = 35 55 us
und I, = 5 mA: - 70 90 uS
Ausgangskapazitidt
bei U . =10V, f = 1 MHz
DS d U = 0: C s 3 3 F
und Yes = 0% 22s p B
und ID = 5 mA: 0228 = 3 3 pF
Riickwi rkungskapazitidt N - r—, /
bei U . =10V, f = 1 MAz °
D5 d U, = 0: c = 0,3 (S 0,4) F
e Yes = 00 12s = e = p P
und I = 5 mAs Clog = 0,3 (= 0,4) pF
15 — VZ 73004004
Cus [ fz1MHz
{ 9y=25°C
(pF) Uss=0 bei BF510/511
B In=5mA bei BF 512/513
10
\
05 N
P,
——
-
0
0 10 Ups (V) 20
2.80 VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN



VORLAUFIGE DATEN BF 536

SILIZIUM - PNP - HF ~ TRANSISTOR
fiir VHF-Misch~ und Oszillatorstufen

-

Mechanische Daten:

Geh3duse: Kunststoff, SO0T-23,
23 A 3 DIN 41 869

‘—2,9“'!0)(—*i
Stempel: G 3
. 19—+
MaBangaben in mm. _Llogs
Qi ’ r_- *‘*_———T—
T
o1mn | E | B li3max 25
- c * max
05 1]
S —»{ e—043max
12 VZ720204.)
max
Kurzdaten:
Kollektor-Sperrspannung —UCB o = max. 30 Vv
Kollektor-Emitter-Sperrspannung —UCE o = mex. 30 V
Kollektorstrom —IC = maX. 25 mA
Gesamtverlustleistung Ptot = max. 180 mW
Sperrschichttemperatur QJ = max. 150 °C
Transit-Frequenz
bei —UCB =10V, IE =1 mA fT = 350 MHz
Rauschzahl
bei -U, =10V, I_ =1 mA, f = 200 MHz F = 5 dB
CB E
VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 7.79
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BF 536

Absolute Grenzwerte: (giiltig bhis ¢

)

J max
Kollektor-Sperrspannung bei IE = 0:
Kollektor-Emitter-Sierrspannung bei IB = 0:
Emitter-Sperrspannung bei Ic = 0:
Kollektorstrom:
Gesamtverlustleistung bei 8U

A

60%: 1)
Sperrschichttemperatur:
Lagerungstemperatur:

Wirmewiderstand:

zwischen Sperrschicht und Umgebung: 1)

o

Kennwerte: bei OU =257¢C
Kollektor-Reststrom
bei IE =0, —UCB =20 V:

Gleichstromverstirkung

bei _UbB =10 V, IE =1 mA:
Transit-Frequenz

bei -UCB =10 Vv, IE
Riickwirkungskapazitit

bei -UCB =10V, IE
Leistungsverstidrkung in Basisschaltung

bei —UCB =10V, IE =1 mA

und Rg =60 2, R, =920 Q, £ = 200 MHz:

1 mA, £, = 100 MHz:

1 mA, £ = 0,5 MHz:

L
Rauschzahl
bei _UCB =10V, IE =1 mA
und Rg = 60 Q, f = 200 MHz:

F

= max.

max.

= maXx.

[[PaN

(PN

v

1) Transistor auf Keramik-Substrat von 15 mm x 10 mm x 0,5 mm

max.

maxe.

min.

max.

50

25

350

30
30

25
180
150
-65
150

K/mW

pF

7.79 VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN

138



SILIZIUM - NPN - PLANAR - TRANSISTOREN

mit hoher Sperrspannung,

fiir Video-Endstufen in Fernsehempféngern

BF 583
BF 585
BF 587

| e
Mechanische Daten: 38
- [ —fle—05
Gehduse: Kunststoff, T 36
) JEDEC T0-202
. . ¥ 24,2 j
Der Kollektor ist mit = max
dem Montageflansch 86
leitend verbunden. m'ax&
MaBangaben in mm. 1 ]
I
12,2 f2,I.max
mn < 08 T
cl |B o
3 254 16— re—
VE 720267
' 46max
le— 10 — T
Kurzdaten: BF 583 BF 585 BF 587
Kollektor-Sperrspannung UCB o = max. 300 350 400 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung UCE o = max. \ 250 300 350 V
A4
Kollektorstrom, Scheitelwert Ic M = max. 100 mA
Gesamtverlustleistung bei SU g 25° Ptot = max. 1,6 W
. < [
bei 36 = 25C Ptot = max. 5,0 W
Sperrschichttemperatur SJ = max. 150 °c
Gleichstromverstérkung s
bei UCE = 20 V, IC 25 mA B = 50
Transit-Frequenz
bei UCB =10V, -IE 10 mA fT = 70...110 MHz
Kollektor-Emitter-HF-Restspannung
i = = o =
bei IC = 25 mA, aJ = 150°C UCE sat HF = 20 V'

6.84
347
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BF 583
BF 585
BF 587

Absolute Grenzwerte: (giiltig bis &

Kollektor—Sperrspanngng bei IE = 03

Kollektor-Emitter-Sperrspannung
bei I, =0
=0

B

Emitter-Sperrspannung bei IC

Kollektorstrom, Mittelwert:
Kollektorstrom, Scheitelwert:

25°Cs
25°%C:

Gesamtverlustleistung bei 3U
bei §

WA WA

G
Sperrschichttemperatur:

Lagerungstemperatur:

Warmewiderstand:

zwischen Sperrschicht und Umgebung:

zwischen Sperrschicht und Geh&use:

295
5 X739

ptot max
(W)

0 50 100 9 (°C) 150

6.84
348

J max

)

BF 583 BF 585 BF 587
Uop o = mex. 300 350 400 V
Upp o = max. 250 300 350 V
UEB 0= max. 5 5 54y
-
IC AV = max. 50 mA
IC M max. 100 mA
Ptot = max. 1,6 w
Ptot = max. 5,0 Z
3J = max. 150 C
8 = min. -65 °c
[ = max. 150 °c
s
R S 78 K/W
th U
Ry = 25 K/W
X 73 01296
Pio! max
(W)
20
15 A
N
\\
10
AN
N
05
N
AN
\
0
0 50 100 9, (°C) 150



Kennwerte: bei &J = 25°C, sofern nicht anders angegeben

Kollektor-Reststrom
bei Ip =0, Uy = 300 v:

Kollektor-Emitter-Reststrom . o
=2,7T kR, 8. = 150 C:

bei UCE = 250 V, HBE g =
Emitter-Reststrom
bei Ic = 0, UEB =51V:

Gleichstromverstirkung
bei UbE =20V, Ic = 25 mA:

bei UCE =20V, Ic = 40 mA:

HF - Kollektor - Emitter ~ Regtspan.nung 1)

bei IC = 25 mA, 3J = 150°C:
Transit-Frequenz
bei UCB =10V, -IE = 10 ma, fM = 100 MHz:

Riickwirkungskapazitit
bei U,, =30V, I_ =0, f=1 MHz:

CB E
Kollektorkapazitdt
beiUCB=3OV, IE=0, f = 1 MHz:

1) Die Hochfrequenz—Kollektor-Emitter-Restspannung UCE t
Kollektor-Emitter-Restspannung, bei der in einer praﬂ%lsggen
Kleinsignalverstirkung auf 80 % des Wertes bei U

rungen.

CB O

CER

EB 0

U,

12e

22b

i [[YaN

nA

v v

CE sat HF —

nA n

([N

BF 583
BF 585
BF 587

20

20

10

50
20

20

pA

pA

v

70...110 MHz

1,8

2,5

pF

pF

ist diejenige

Schaltung die
= 50 V abgesunken ist;

eine weitere Erniedrigung von UCE ergibt ein starkes Ansteigen der Verzer-

6.84
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BF 583
BF 585
BF 587

150, VX T301292
B
N
10 Uce =20V
3, =25%C
\
50
0 .
0! 0 I¢ (mA) 100
150 VX 7301293 Cioe X 7301297
Ueg = 10V z
tr [, =100MHz tpF)
(MHz) 4 Te-
f =1MHz
100 3 \‘
|
N
/r
NIAN ] oberer Streuwert
/ “ \ N~
[ N
50 N
I | Mittelwert —
4] 0
0 10 Ic(mA) 20 0 10 2 yg (v 3

6.84
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BF 689K

SILIZIUM - NPN - PLANAR - EPITAXIAL - HF - TRANSISTOR

zur Verwendung als Verstidrker und Oszillator

-

Mechanische Daten:

Gehduse: Kunststoff, SO0T-54

MaBangaben in mm.

le—127min —= 0(Q48max

bei Uy = 5V, I,

ene—  ss— |
52max e VE 12022

Kurzdaten:
Kollektor-Sperrspannung UCB o = max. 25 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung UCE o = max. 15 Vv
Kollektorstrom, Mittelwert Ic Ay = max. 25 mA
Gesamtverlustleistung bei SU g 60°c Ptot = max. 360 mW
Sperrschichttemperatur SJ = max. 150 °c
Gleichstromverstdarkung >

belUCE=5V,IC=2mA B = 20
Transit-Frequenz

bei UCE =5V, IC = 15 mA fT = 1,8 GHz
Erzielbare Leistungsverstidrkung

bei UCE =51V, IC =2 mA, f = 200 MHz Vp opt = 16 4B
Rauschzahl

=2 mA, f = 200 MHz F = 3 dB

6.83
99
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BF 689 K

Absolute Grenzwerte: (giiltig bis 85 max)
Kollektor-Sperrspannung bei IE = 0:
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei R é 50 Q:

BE
. bei IB = 02
Emitter-Sperrspannung bei IC = 0:
Kollektorstrom, Mittelwert:
Kollektorstrom, Scheitelwert (t < 1 ps):

< 60°C:

Gesamtverlustleistung bei 8U =

Sperrschichttemperatur:

Lagerungstemperatur:

Widrmewiderstand:
2l Towicorstandg

zwischen Sperrschicht und Umgebung:

Kennwerte: bei 9J = 25%
Kollektor-Reststrom bei IE =0, UCB =15 V:

Emitter-Reststrom bei IC =0, UEB =2 Vs

Kollektor-Emitter—Restspannung
bei I, = 25 mA, I_ = 1,25 mA:

C B
Basisspannung
bei IC = 25 mA, IB = 1,25 mA:

Gleichstromverstdrkung

bei UCE =5V, Ic = 2 mA:

bei UCE =51V, IC = 20 mA:
Transit-Frequenz

bei UCE =5V, I 15 mA, £, = 500 MHz:

Rﬁckwirkungskapaziiit !

bei UCE =51V, IC = 2 mA:
Erzielbare Leistungsverstdarkung

bei UCE =5V, IC = 2 mA, Rg = 60 Q

und f = 100 MHz, RL = 2 kQ:

und f = 200 MHz, RL = 920 Q:
Rauschzahl

bei UCE =5V, IC = 2 mA, Rg = 60 Q

und f = 100 MHz:

und f = 200 MHz:

6.83
100

UCB o = max.
UCE R = Dax.
UCE o = max.
UEB o = max.
IC Ay = max.
IC M = max.
Ptot = max.
SJ = max.
SS = min.
SS = max.
<
Behu =
£
ICB 0 -
1 <
EB 0 -
<
UCE sat
<
UBE sat
2
fT =
C12e =
Vp opt =
p opt =
F =
F =

25
25
15

3,5
25
50

360

150

150

250

50

20

PR % E E < < < <«

o
[+

K/W

nA

35...70

1,8

16
16

GHz

pF

dB
dB

dB
dB



SILIZIUM - NPN - PLANAR - EPITAXIAL - HF - TRANSISTOREN
u.a. mit Komplementdrtypen BF 721 / BF 723 fiir Video-B-Endstufen

BF 720
BF 722

.7
Mechanische Daten: 0.32 2.3
0.24 — 31
Gehduse: Kunststoff, 7 2.9
S0T-223
Stempel: c 4
BF 720: DC
BF 722: DA )
0.10
MaBangaben in mm. 0.02
€ Draufsicht 37 73
33 6.7
16° B C E 1
nmxl\\ /fl13° — —
i f ,
1 2 I 3
8 ' ' '
° '
1.70 M‘ 1.05 0.80
-c-max-— max 0.85—’ @——] 0.60_’
7225065 V2. [4.6]
Kurzdaten: BF_720 BF_722
Eollektor-Sperrspannung UCB o = max. 300 250 V
EKollektor-Emitter-Sperrspannung UCE R = max. 300 A\
UCE o = max. 250 V
Kollektorstrom, Scheitelwert IC M = mex. 100 mA
Gesamtverlustleistung bei sﬁ é 25°%C Ptot = max. 1,5 w
Sperrschichttemperatur eJ = max. 150 °c
Gleichstromverstidrkung >
bei UCE =20V, Ic = 25 mA B = 50
Transit-Frequenz S
bei UCE =10 V, Ic = 10 mA fT ] 60 MHz

7.88
25



BF 720
BF 722

Absolute Grenzwerte: BF_720
Kollektor-SperrspannuLg bei IE = 0: UCB o = max. 300
Kollektor-Emitter-Sperrspannung
bei RBE = 2,7 kQ: UCE g = max- 300
bei IB = 03 UCE o = max.
Emitter-Sperrspannung bei IC = 0 UEB 0= max. 5
Kollektorstrom, Mittelwert: Ic Ay = mex- 50
Kollektorstrom, Scheitelwert: IC M= max. 100
Gesamtverlustleistung bei 8y $os%: 1) P, = max. 1,5
Sperrschichttemperatur: SJ = max. 150
Lagerungstemperatur: SS = min. -65
as = max. 150

Wirmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Umgebung: 1) By < 83,3

15

\\\\
Pln' max ™
(W}
1,0 \\
N
0,5
‘ N
N
AN
\\
0 0
0 50 100 Jy(e0) 150

1 . . .
) Transistor auf Epoxi-Leiterplatte von 40 mm x 40 mm x 1,5 mm
mit min. 6 cm? Kupferfldche fiir den KollektoranschluB

7.88
26

250

<

n°o°n°£ E E < < <

K/W



BF 720
BF 722

Kennwerte: bei &J = 25°C, sofern nicht anders angegeben
Kollektor-Reststrom <
bei IE = 0, UCB = 200 V: ICB 0 = 10 nA
Kollektor-Emitter-Reststrom o <
bei BBE = 2,7 k@, UCE = 200 V, eJ = 150 C: ICE R = 10 pA
Kollektor-Emitter-Restspannung <
bei I; = 30 mA, IB = 5 mAs UCE sat = 0,6 V
Gleichstromverstérkung S
bei UCE =20V, IC = 25 mA: B = 50
Transit-Frequenz s
bei UCE =10 V, IC = 10 mA, fM = 35 MHz: fT = 60 MHz
Riickwirkungskapazitdt <
bei UCE =30V, IC =0, f =1 MHz: C12e = 1,6 pF
150 VX 73 01 150 | [ X 73 01358
‘ Ug=10V
B fr 9 =25°C
Ug=20V : (MHz) fy =35MHz
9 =25°C
100 100
JIZm\N alf
/
-1 \ L~ \
50 50
N
0 0
1 10 Ic(mA) 100 1 2 5 10 Ic(mA) 20
7.88
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BF 720
BF 722

7278283.1 120 7278281.1
100 Ugg =200V / L[]
7 I U,, =20V
7 (ma) —t CE °
Icso |_|8; =25¢
{nA)
7 8 //
0 /
7
w /
1
A
7 /,/
02 0
0 100 ° 200 05 0,75 1
85 (7c) Upe (V)
r VX 7300314 —TTT 7300315
Uce = 20V I Ic - ’
0 Ic =25mA AEEERITE
! : | |9 =25°C
Use
c
) e
(pF)
075 ~ 3
\\
" —
L ‘
05 2 \
AN
N
o
025 1 = ——
L
0 ' 0
0 50 100 9 (°C) 150 0 10 20 Uge(V) 30
7.88
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SILIZIUM - PNP - PLANAR - EPITAXTAL - HF - TRANSISTOREN
u.a. mi¢ Komplementdrtypen BF 720 / BF 722 fiir Video-B-Endstufen

BF 721
BF 723

Mechanische Daten: 6.7
0.32 6.3
Gehduse: Kunststoff, »0'2‘4_ g;_—.
S0T-223
Stempel: c 4
BF 721: DF
BF 723: DB
MaBlangaben in mm. 010 I
0.02 Draufsicht 37 73
33 67
16° B c E 1
max‘i 13° — —
| 1 ' '
1 [lJ2 3
d I
° .
1.7o.h,1 1.05 0.80
“max ¢ T 0857 R 060~
772725065 V2
Kurzdaten: BF 721 EE_Z§§
Kollektor-Sperrspannung -UCB o = max. 300 260 V
Kollektor~Emitter-Sperrspannung —UCE R = max. 300 v
—UCE o = max. 250 V
Kollektorstrom, Scheitelwert —IC M = max. 100 mA
Gesamtverlustleistung bei eU§ 25°C Ptot = max. 1,5 W
Sperrschichttemperatur 8J = max. 150 °c
Gleichstromverstédrkung >
bei —UCE =20V, -Ic = 25 mA B = 50
Transit-Frequenz >
bei -UCE =10 V, -IC = 10 mA fT - 60" MHz
7.88
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BF 721
BF 723

Absolute Grenzwerte: BF_721
Kollektor—SperrspannuLg bei IE = 0: -UCB o = max. 300
Kollektor-Emitter-Sperrspannung
bei RBE = 2,7 kQ: -UCE g = max. 300
bei IB = 0: -UCE o = max.
Emitter-Sperrspannung bei Ic = 0: —UEB o = max. 5
Kollektorstrom, Mittelwert: -IC Ay = maxe 50
Kollektorstrom, Scheitelwert: -IC M = max. 100
Gesamtverlustleistung bei SU § 25°¢: 1) Ptot = max. 1,5
Sperrschichttemperatur: SJ = max. 150
Lagerungstemperatur: &S = min. -65
SS = max. 150
Wirmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Umgebung: 1) Ry v < 83,3
15
\\\
Ptot max a
(W)
1,0 AN
\\
0.5
™
\\
N
0
0 50 100 3y(e0 150

1) Transistor auf Epoxi-Leiterplatte von 40 mm x 40 mm x 1,5 mm
mit min. 6 cm? Kupferfléche fiir den Kollektoranschluf

7.88
30
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BF 721
BF 723

Kennwerte: bei $J = 250C, sofern nicht anders angegeben
Kollektor-Reststrom <
bei IE = 0, -UCB = 200 V: = 10 nA
Kollektor-Emitter-Reststrom o <
bei RBE = 2,7 kQ, -UCE = 200 V, SJ = 130 C: = 10 uA
Kollektor-Emitter-Restspannung <
bei —IC = 30 mA, —IB = 5 mA: = 0,8 v
Gleichstromverstirkung S
bei -UCE = 20 V, —IC = 25 mA: = 50
Transit-Frequenz >
bei -UCE =10 V, —Ic = 10 mA, fM = 35 MHz: = 60 MHz
Rickwirkungskapazitidt <
bei -UCE = 30V, IC =0, f =1 MHz: = 1,6 pF
150 VX 73 013 150 VX 73 01360
B fr
~Ugg=20V (MHz)
9 =25°C
!
L]
100 . \ 100
/,l/
—'—'\\
/ \
50 \ 50 |
A
] T
0 0 !
1 10 -l (mA) 100 1 10 -Ic(mA) 20

7.88
31



BF 721
BF 723

7278284.1 120 7278286.1
U =200V / [T T 1
100 - 20 V
7~ 'c | | -Ucg
-Icso £ mal | s =25%
(nA) J
) 7 o0 /
10 ,/ /
a /
40
1 )4
I[l /
0.2 0 .
"o 100 ° 200 05 075 -U__ (V) 1
85 (°c) BE
VX 7300321 X 7300222
! T T T LT
-Ugg = 20V I l =0
0 -lg = 25mA ‘ { f = 1MHZ
: : 9, = 25°C
-Uge Crze
V) (pF)
\
075 . 3
~J_ \
T~
L AN
N
05 2 h
) NC
<
N
= N e~
025 1 —
o0 50 100 3 (°C) 150 0o 10 20 -Ucg (V) 30
7.88
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BF 763

SILIZIUM - NPN - PLANAR -~ EPITAXIAL - HF - TRANSISTOR
zur Verwendung als rauscharmer Verstirker und Oszillator bis einsch. UHF

Mechanische Daten
GehHuse: Kunststoff, SOT-54

MaBangaben in mm

—12,7min —» DQ48max

omo

i

| b
—>JI.,Zmax|<—- - » 52max re—

Kurzdaten
Kollektor-Emitter-Durchbruchsspannung U(BR) CE o = max. 15 v
Kollektor-Durchbruchsspannung U(BR) ¢B o = max. 25V
Kollektorstrom, Mittelwert IC AV = max. 25 mA
Gesamtverlustleistung Ptot = max. 500 mW
Sperrschichttemperatur SJ = maXx. 150 °c
Gleichstromverstirkung

bei Ic =5 mA, Ueg = 10V B = 25...250
Transit-Frequenz

bei Ic =5 mA, Ueg = 10 v, £ = 100 MHz fT = 1800 MHz
Rauschzahl

bei I, =5 mA, U, = 10 V,

R, = 6o @, t = 865 im2 F = 5 dB
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BF 763

Absolute Grenzwerte: (giiltig fiir SU = 25
Kollektor-Emitter-Spannung
Kollektorspannung

Kollektorstrom

Gesamtverlustleistung
Sperrschichttemperatur

Lagerungstemperatur

Wirmewiderstand

zwischen Sperrschicht und Umgebung

Kennwerte:

Kollektor-Emitter-Durchbruchsspannung

bei IB = 0, IC =1 mA

Kollektor-Durchbruchsspannung

bei IE = 0, IC =10 mA
Kollektor-Sperrstrom
bei IE = 0, UCB =10V

Gleichstrom~Verstidrkung

bei IC =5 mA, IB =1 mA

Kollektor-Emitter-Sdttigungsspannung

bei IC = 10 mA, IB =1 mA

Transit-Frequenz

bei IC =5 mA, U,, =10V, f = 100 MHz

CE
Rauschzahl
bei IC =5 mA, UCE =10V,
RG =60 Q, £ = 800 MHz

OC)

Uk o
B 0
c
tot
7

S

(=]

® P Mo H

= max.

= maxX.

[P

n~

max.

max.

max.

15
25
25
500
150

~65...+150

250

15

25

50

25...250

MHz

dB



